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L es faisceaux d’ions focalisés ou FIB (fo-
cused ion beam) sont une technologie
populaire, polyvalente, puissante et lar-
gement utilisée pour l’inspection des

composants et circuits intégrés fabriqués par
l’industrie des semi-conducteurs. Dans la re-
cherche, son rôle, au départ limité à celui de
scalpel, pour couper des connexions, ou de fer
à souder, pour établir de nouvelles connexions
à l’échelle submicrométrique, s’est étenduàdes
applications de prototypage, principalement
dans les domaines relatifs à la science des ma-
tériaux. En R&D, il a été démontré que les fais-
ceauxd’ionsfinement focalisés sontcompatibles
avec les approches «ascendantes» consistant à
faire croître ou agglomérer des atomes ou des
particules autourd’ungerme induit localement.
Ces avancéesouvrent denouvellesperspectives
pour les nanotechnologies.

1 L’avènement de la technologie FIB
grâce à une source intense d’ions rapides
Enmicroélectronique, les sourcesd’ionsd’éner-
gie compriseentreunetquelquesmilliersd’élec-
tronvolts ont été beaucoup employées pour
la gravure et l’implantation. Mais il s’agissait
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CE QU’IL FAUT RETENIR
La technologie des faisceaux d’ions focalisés estparticulièrement utilisée en microélectronique pourl’édition des circuits intégrés, que ce soit pour éliminerde la matière de manière ultra-précise ou pour créerde nouvelles connexions. Mais elle connaît actuellementde nouveaux développements, à travers une approche« bottom-up» : partir d’atomes ou de molécules etles associer grâce au faisceau pour créer des édificesmoléculaires « intelligents ».
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